Fotovoltaicky jav

Zakladom je generovanie nosi¢ov naboja

Na generovanie nosi€a je potrebné dodat’ energiu

= energia absorbovaného slnecného ziarenia

Absorpcia = interakcia fotonov s €asticami materialu (absorbéra)

Zvysenie energie Castice absorbéra:

C

E=E1+hv=E1+hl

E, energia ¢astice materialu (absorbéra) pred reakciou (J)

E energia €astice po dopade foténu J)

h =6,6261.1034 Planckova konstanta (Js)

Y% frekvencia ziarenia (Hz)

c =299 . 106 rychlost’ svetla vo vakuu (m.s?)

I vinova dizka ziarenia (m)
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Interakcie po absorpcii:

1. Interakcia s mriezkou
Interakcia s volnymi elektronmi znizenie E
3. Interakcia s viazanymi elektrénmi

1. Interakcia s mriezkou

E e & zvysenie teploty materialu
Interakcia s vol'nymi elektronmi } vy ploty

3. Interakcia s viazanymi elektrénmi
a) zvysenie teploty
b) generovanie nosi¢ov naboja

a) Energia fotonu nepostacuje na uvolnenie elektronu z vazby

b) Energia foténu postacuje na uvolnenie elektronu z vazby (Pri Si = 1,12 eV)

Ak vieme od seba separovat’ vygenerované elektrény a diery — vytvarame

ROZDIEL POTENCIALOV = elektricky prud = FOTOVOLTAICKY JAV
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Potrebujeme miesto pre elektréon @ = m a @ e m
Vrstva typu P = prebytok dier

Zakladom je ,platok“ kremika upraveného

primesou na polovodi€ typu P © @ S @ e @ S

Potrebujeme elektrén @
Vrstva typu N = prebytok elektronov S

Difuziou napr. fosforu sa vytvori cca 500 nm

tenka vrstva polovodi€a typu N

Mame vytvoreny zaklad FV €élanku — polovodi¢ova Struktura s PN prechodom
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Zakazané pasmo,
CQ C° QQ CQ CO (0 P-N prechod,
o + o = S = hradlova vrstva,

depleticha vrstva,....

Rekombinaciou zaniknu vol'né nosi¢e nabojov v urcitej Sirke. Nepohyblivé idny zapri€inuju vznik

elektrického pola na prechode PN.
Toto pasmo brani d'alSiemu prechodu elektronov — je vytvorena jednosmerna bariéra.

Elektrény z vrstvy P m6zu prechadzat’ do vrstvy N, opacne vsak nie!


http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=charakteristika_diody_dioda_ako_usmernovac_dotovane_polovodice_elektronika_pn_prechody_polovodicova_usmernovacia_sustava_t_page4&1
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=charakteristika_diody_dioda_ako_usmernovac_dotovane_polovodice_elektronika_pn_prechody_polovodicova_usmernovacia_sustava_t_page4&1
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=charakteristika_diody_dioda_ako_usmernovac_dotovane_polovodice_elektronika_pn_prechody_polovodicova_usmernovacia_sustava_t_page4&1
http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=charakteristika_diody_dioda_ako_usmernovac_dotovane_polovodice_elektronika_pn_prechody_polovodicova_usmernovacia_sustava_t_page4&1
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Dopadajtici foton svetla prislusnej vinovej @ — ;0 @ K@ = @Q
dizky ,,vyrazi“ (vygeneruje) volny elektrén.
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Tie pohybom k jednotlivym elektrédam vytvaraju elektricky prud.
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kontakty

typ N

prechod P- N P vontakty

Teoreticka ucinnost’ FV €lanku je 50 %.

1 m2 FV panelu ma v nasich podmienkach vykon cca 150 W.

Aby vznikol FV jav, fotdny musia mat’ energiu min. 1,12 eV.
Ak Ef<1,12 eV — prechadza kremikom bez absorpcie.
Ak Ef=1,12 eV -je absorbovany za vzniku paru ,,elektrén — diera.*

Ak Ef > 1,12 eV - vygeneruje ,elektrondieru®, zvySok energie sa premeni na teplo (znizena ucinnost)
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kontakty

typ N

" typP
prechod P- N ,f-""""lz;}ntakt)"

« Cim je vinova dizka ziarenia krat$ia, tym viésiu ma energiu
 Energii 1,12 eV zodpoveda vinova dizka 1 105 nm — infraéervené ziarenie
« Viditelné svetlo = kratsia vinova dizka

« Mikroviny (napr.) = krat$ia vinova dizka
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